
Eg SS 109 
bei Umgebungstemperaturen 0a von 

Abmessungen: Bauform A 3/15 — 30, 
TGL 11 811 

Kollektor am Gehäuse 

Masse = 0.5g 

Zulässige Höchstwerte gültig bis #jmax 

Ucso = 20V Pıot = 300 mW 
Uceo = 15 V bei da = 250C 
Ueso = 5V C = 175 °C 
Ic - 200 mA CM =- 125 °C 
beitav = 20ms 
A ‚grd_ 1 = 300 mA Wärmewiderstand Rın S 500 W 

grd 
Konnwerte für 0a = 25°C _5 grd ‚ R s 190 - 

Min. | Typ Max. Meßbedingungen “m 
gruppen 

Restströme 

Icso 10nA |50nA Ucs = 15 V 

Durchbruchspannungen 

U(8r)cao 20 V 4 V IC = 10 4A 
U(8r)ceo 15 V 8 V Ic = 5mA | 
U(sr)eso 5V 75 V JE = 10 uA | 

Sättigungsspannung 

UC£sat 04 V 05V Ic = 100 mA, I8 = 10 mA 
UB£Esat 1,05 V |1,2V Ic = 100 mA, I8 = 10 mA 

UÜbergangsfrequenz 

T 200 MHz 450 MHz Uce = 10 V, Ic = 10 mA, 
f == 100 MHz | 

Ausgangskapazität 

ca 28pF |5pF UCE = 10 V, I£ = 0, f = 2 MHz| 

Eloidumwmllohna 

B 18 o | | Uce = 0,7 V, Ic = 100mA | 
18 3 | A 

| 28 z ; B 
| 5 [ 140 | c 

112 280 | D 



Min. Typ Max, Meßbedingungen verstörkungs- 
1 Qr uppan 

Scholtzeiten_ 
ton 15ns |40ns |Ic= 10 mA, IBı = 3 mA, 

Rı — 270 Q, I8 = 1,5 mA 

Bestellbeispiel für einen Transistor Transistor SS 109 C 

Meßschaltung zur Messung der Einschalt- 
zeit (ton) und der Ausschaltzeit (tof) 
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